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Структуры с 2D-2D туннелированием
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Емкостная аккумуляция заряда
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В туннельных структурах на основе AlXGa1-XAs
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Модель последовательного туннелирования
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Резонансная спектроскопия
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Квантующее магнитное поле
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Планарное магнитное поле
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